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MEMORIA DISCRIPTIVA
para solicitar

PATENTE D 3 INVENCION
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n
ESP AN a
por VEINTE afios
7 a nombre de BRITISH DIBLACTRIC RESEARCH LIMITED,’entidad
~ BRITANICA, establecida en Norfolk House, Norfolk Straset,
igﬁ _ Londres, Inglaterra, por:

' "UN COND&NSADOR BLECTRICO™.
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Bste invento ss refisre a condensadoras eléc-
tricos de la clase que comprende dos o nmfis eslectrodos de me-
tal separados por un espaciador poroso impregnado con un die-

léctrico 1liquido. los condensadores de esta clase se hacen

5 normalmente enrollando juntos dos o més ldminas de metal que
’ tienen intercalados dog o mds espacladores de papel y sumer-
giendo el rollo asf formedo en un disléetrico 1iquido que tie-

na una resistencia dieldctrica alta y una constante dieléo-
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trioa'baja, por ejemplo, acaeits mineral.‘

En un artfculo.publicado en las actuacionss del

American Inatitute of Blectrical ZEngineers, Volumsn 66 de
1947, que comienza en la pfigina 55, F.M. Clark ha dsscrito
una nueva forma de condensador ds esta clase en el cual el
agspaciador poroso es ds papel Kraft y el digléctrico 1{qui-
do estd reemplazado por una mezcla de lfquidoé qus tienen
propiedades.sémiconductoras. El nuevo condensador sz deno-
mina ¢ondénsador‘"Permalytic". Tiene la ventaja de un msnor

volumen por faradio en comparacidn con los condensadorass con-

vencionales impregnados en aceite y cera, pero la desventa-

ja de que ol factor de potencia minimo obtenible es aproxi-

madamente 3% de potencia minimo obtenible es aproximadamente
3%-

F. M. Clark indica Que.la propledad asencial
del liquido utilizado ss gue debe tener una resistividad,
medida a 500 V., CG.C. despuéds de un minuto de carga, entre
1 x 10° v 1 x 10° ohmios por em. Naturalmente, los lfqui-
dos han de tener otras propisdades adecuadas, tales como ss-
tabilidad risica y uniformidad de las propisdades eléctri-
cag bajo las conrndicionaes ds funcionamliento del condensador.

Todos los sjemplos ds 1{quidos adecuados dados
por F. M. Clark son mezclas de materlales, unoc de los cuales
8s disolvente otro. 31 princip disolvents sugerido es fos-
fato trieresilico. Utilizando este disolvente con difereﬁ-
tes disueltos, el factor de potencia mfnimo obtenible varia

con la proporcidn y naturaleza del disuelto. Las siguientes
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clfras aproximadas para el factor de potencia minimo con di-
forentes disueltos en fosfato tricresflico estén tomados de

los gréficos que ilustran el artfculo de ¥, M. Clark:

% dsl disuelto en
Disuelto. Factor de potencia
la mezcla (peso)
| Regina vegetal 10 10
Anilina 20 6 ]
Betanaftol 20 7
Acidobacético glacial 25 6,8
Cresol 25 | 3,4 '
Fenol 25 4,7
Lflfanaftilamina . 25 2,8

Qtras combinaciones sigeridas son:

Cresol — Ftalato de dibutilo
Crasol — Tartrado de dibutilo’
Tartrato de dibutilo — Ftalato de dibutilo
Tartrato de dibutilo — Triclorobenceno
Tartrato de dibutilo —- Fosfato de tricresilo.
Metadinitrobenceno — TFosfato de tricresilo.

El fin dsl presente invento as crear un conden-
sador mejorado, de la clase descrita, utilizando un 1{quido
gsemiconductor y en particular un condensador que tenga un fac-
tor de potencia més bajo que los condensadores que tienen co-

| mo dieldetrico papel Kraft impregnado con un 1f{quido semicon-

ductor.
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Bl tarmino "1lfguido semiconductor" tal como aqui
se utiliza y & continuacidn sn esta descripcidn y en las rei-
vindicaciones, significa un 1fquido (inclufdas mezclas de 14-
quidos o una solucidn de un s8lido en un liquido a no ser que
se haga referencia al mismo como "l{quido de un solo compo-
nenta”) que tiene una resistividad sn C.A., medida a 2090;

a una frecusncia de 50 p.p.s. ¥y un potencial no superior a
15 V., d8 1 a 100 megohmios por cm., que no afects adversa-~
mente ni a los elactrodos ni al material espaciador y que
sea de tal composicidn que no exista accidn entre sl mismo
¥ los slectrodos o materiailespaciador que cause una alte-
racidn de su resistividaad.

De acuerdo con sl invento éste fin se obtiene
reemplazando el papel Kraft por un pelfcula de calulosa,
asto 2z una pelfcula dnl material conocido como celulosa re-
generada ¥y vendido normalmente béjo la marca "Cellophane®,
con un alto grado de pureza.

La.pelicula de celulosa regenerada tal como se
obtiene comercialmente contizns normalmente un plastifican~
te. Bl producto plastificado puede purificarse extrayendo
el plastificante por lixiviacidn con agua o con agua que con-
tenga pequefias cantidades de alcohol. 1La palicula de la ce-
luloaa regeneradsa no plastificada tal como se obtiene en la
operacidn final del procsso de fabricacidn, antes de la adi-
¢i8n del plastificante, puede en algunos casos necasitar un
lavado adicional con agua para darle sl grado ds pureza re-

querido.
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La pureza de la celulosa regenerada puede esti-
marse midiendc su resistividad en C.C. Rra obtsner una re-
ducecidn dtil del factor ds potencia, la pursza dsbe ser tal
(qué la resistividad on C.C. ds la celulosa regenerada saca

1% hmios por cm. En lo que sigue

no sea infaerior a 1 x 10
en la presente descripcidn la expresidn "celulosa regensra-
da pura" significa celulosa regenerada de este grado de pure-

za.

Se ha encontrado que en todos los casos (utili-
zando diferentes 1liquidos semiconductores) los condensadores
en los que se utiliza celulosa regenerada pura, tienen facto-
res de potencia mucho més baﬁa que los condensadores simila-
res en los que se utiliza papel Kraft, y generalmente menos
de la mitad. For sjemplo, utilizando un lfquido que consis-
te en 60% en peso, de metacrescl en fosfato tricresf{lico con
pepel Kraft, el factor de potencis a 50 p.p.s. resultd 3,5%

y con celulosa regsnerada pura fué de 1,3%.

Bl potencial de ruptura de los condensadores tam-
biédn se msjora reemplazando el papel Kraft por celulosa Trege-
nerade pura. El valor medio de la resistencia dieldctrica ob-
tenida con varios 1{quidos semiconductores, sn condensadores

enrollados, con un 4rea de léminas de 300 cm® v medida a 50

P.p.S. aumentando el potencial = un ritmo de 1% por segundo,
son como sigue:
 Papel Kraft (sspesor 28 mils.) = 1,8 KV/mil.
-Celulosa regenerada (espesor 25 mils.)- 2,5 KV/mil

Otra caracterfstica del invento es la utilizacidn
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de 1fquidos semiconductores de un solo components en conden-
sadores de la clase descrita 2n unidn ds celulosa regenera-
da. Como ojemplo ds 1fguidos adecuados que se puaden uti-
lizar de este modo se indican el nitrobenceno y el aldehido
cindmico. Este material puede tambiln utilizarse como com~
ponente de mezclas.,

Pueden utilizarsebomo dieldctrico 1fquido otros
1{guidos que no sean los ya mencionados en asta descripcidn,
o como componente semiconductor del dieldctrico 1liquiio, con
tal que el 1fquido o la mezcla ds 1lfguidos o la sqluci6n sea
un lfquido semiconductor.

Algunos de los liquidos semiconductores o com-
pqnentes de los 1lfquidos semiconductores qus pueden utili-
zarse son ellos mismos plastificantes de la celulosa rege-
nerada. Aunque se ha hecho referencia & la utilizacidn de
celulosa rsgenerada no plastificada, no ée excluye la posi-

~bilidad ds la utilizacidn de celulosa regenerada inicialmen-
te pura y posteriormaente plastificada por‘impregnacién con
un lfguido semiconductor que consista en tal material o que

lo contenga.

Lo que sigus es un ejemplo de un mdtodo de pre-
parar pelicula de celulosa regenerada pura y de utilizarls,
de acuerdo con el invento, en la fabricacidn de condensado-
Ta8 eléct:}cos.

" B1 material base fud pelficula de calulosa ra-
genarada comercial de un espesor aproximado de 25 micrones.

Se encontrd que este material tiene una resistividad en C.C.




de 1 a 5x 108 onmios por cn. & temperatura ambiente y de 1

a 300 x lO11

ohmios por cm, en Ssco. Su densidad es aproxi-
madaments de 1,4.

Se lixiviaron varias muestras de este material
cada una alternativamente con agua y una mezecla ds alcohol
v agua hasta que perdieron como 30% de su peso original,

Las muestras encogleron aproximadamente el 1l0% en el plano
ds la pelfcula y aumentaron en espesor aproximadamente en

un 10%. Su resistividad aumentd a valores comprendidos en-
tre 1 a 180 x 1010 ohmios/cm. a temperatura ambiente y 1 a

14

30 x 107 ohmios/cm. sn seco.

Se impragnaron las muestras con una solucidn
de 60 partes de m-crescl en 100 partes de fosfato tiicre-
sflico (en peso) y se dispusieron entre selectrodos de 1lémi-
na de metal para formar condensadores . Se encontrd qus el
disléctrico asf{ formado tenfa una resistencia de aislamien-
to de 10 meghomios-microfaradio y un factor de potsncia de
1,3%. Se 1lmpregnaron en forma similar, musstras de papel de
seda Kraft para condensadores y se hicleron condensadores.
Se encontrd, que su rsesistercia de aislamiento era de 7,5
megohmios-microfaradio y el factor de potencia 3,5. Tanto
para el papel de seda Kraft impregnado como para la celulo-
g8 regenerada pura se esncontrd que la constante dislctri-.

ca era 10.

Bsta solicibud, que corresponde a la presen-
tada en la GRAN BRETANA, el 15 ds Febrsro de 1951 y el 19

de Noviembre de 1951, segtin descrinciones provisionales nt-
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la Patente briténica, se acoge & los beneficios del art{cu-

maros 3716/51 y 27.112/51 que han de concederse b

lo 51 del vigente Bstatuto Ley sobre Propiedad Industrial,

MALA FEPROTUCCION
POR DEFECTO DclL ORIGINAL .

——— . - - . - - o
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Los puntos de invencidn propia ¥y nueva que se
presentan para qué sean objeto de esta Patente de Invencidn

en Espafia, son los siguientes:

12, Un condensador sléctrico que comprende
dos o més elesctrodos de metal separados por un espaciador
de celulosa regensrada pura impregnado con un lfquido semi-

conductor.

2¢, Un condensador eléctrico que comprende
dos o mls slectrodos de metal ssperados por un espaciador
de celulosa regesnerada pura, hscha mediants la extraccidn
del plastificante de una pslicula de celulosa regenerada

plastificada, impregnado con un lfquido semiconductor.




%8, Un condensador sléctrico que comprende dos
o mfs electrodos ds metal separados por un espaciédor de ce-
lulosa regensrads pura impregnado con un lfquido semiconduc-
‘e tor de un solo componente.
5 42, Un condensador eldctrico.
Tal y como se ha descrito en la Memoria que an- -
tecede y para los finss que Se han especificado.
Bsta Memoria consta de nusve hbjas escritas &
mAquina por una sola cara.
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